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Обработка кремниевых пластин как можно большего диаметра (300 мм и более) и с как можно большей однородностью и точностью является важной задачей микроэлектронной промышленности.[1] Данные условия накладывают определённые требования к современным источникам плазмы газового разряда низкого()   давления: высокая) плотность плазмы в рабочем объёме, высокая эффективность генерации плазмы[2], однородность плотности плазмы по объёму рабочей камеры, возможность контроля концентрации плазмы, минимизация побочных эффектов разряда, широкий диапазон применяемых газов для реактивных процессов, высокая скорость технологического цикла. 
В настоящее время наибольшую известность получили следующие виды технологических устройств: плазменные источники с накалённым и холодным катодом, ЭЦР- источники, геликонные и ВЧИ-источники, источники на основе пучково-плазменного разряда.
Все перечисленные выше источники в той, или иной мере отвечают предъявленным требованиям.  Однако, эффективное решение конкретной техннологической задачи требует использования адекватного ей устройства. 
Автором проведён анализ существующих источников плазмы. Сформулированы основные требования к ним, рассмотрены границы их применимости.
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